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１．概要（Summary） 

本研究では，微細構造技術で製作する可変光学デバ

イスに向けた微細表面構造の形成に向けて，光の波長

程度かそれ以下のピッチをもつ微細構造の形成を目

指し，電子線描画装置とイオンシャワー装置による細

線構造をシリコン上に形成した。描画条件の最適化や

エッチング条件の最適化により，最小で 0.2ミクロン

ピッチの極微小な立体構造を形成することができた。 

 

２．実験（Experimental） 

0.5 ミクロン以下の細線加工に向けて，4 インチシ

リコンウェハにシリコン酸化膜を形成した。これまで

一般的な ICP-RIE による細線構造の形成を行ってき

たが，横方向へのエッチングが進行してしまい，最小

で 0.8ミクロンのピッチの細線しか形成することがで

きていなかった。今回，適切な膜厚で形成したマスク

材料に電子線描用のレジストを塗布して電子線描画

装置（エリオニクス社製 ELS-7500EX）で細線パター

ンを描画し，そのパターンを元にマスク材を加工して

0.5ミクロン以下のパターン形成に成功した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子線描画装置とイオンシャワー装置を用いて，

0.5 ミクロン以下のピッチでエッチング加工を行うこ

とができた。微細化の限界を調べるために，様々なラ

イン幅でシリコンウェハ上に細線構造を形成した。

Fig. 1 はそのサンプルの一例であり，干渉色がピッチ

毎に異なっていることが分かる。Fig. 2 は 0.2 ミクロ

ンピッチの細線構造であり，広域にわたって均一かつ

良好な構造を形成することに今回初めて成功した。 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Fabricated Micro Lines & Spaces on a wafer 

 

 

Fig. 2. Fabricated Micro Lines & Spaces (0.2micron pitch) 
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